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(HgTe)1-x(GeSe2)x БЯРК МЯЩЛУЛЛАРЫНДА ФОТОКЕЧИРИЪИЛИК ВЯ 
ФОТОМАГНИТОЕЛЕКТРИК ЕФФЕКТИ 

 

А.Ч.Мирзяйев  

Азярбайъан Милли ЕА-nın Кимйа Проблемляри Институту 

             Илк дяфя олараг HgTe-GeSe2 системи юйрянилмиш, онун щал диаграмы гурулмуш вя HgTe ясасында 
ямяля эялян 17 мол% бярк мящлулларын физики хассяляри тядгиг едилмишдир. Мцяййян едилмишдир ки, 

(HgTe)1-x(GeSe2)x  тяркибли бярк мящлуллары гадаьан олунмуш золаьынын ени Е=0,2–0,4 еВ 
олан фотощяссас материаллардыр. 

 

 
          Мялумдур ки, синк  йарымгрупу елемент- 
ляринин халкоэенидляри, о ъцмлядян HgTe гыса 
золаглы  йарымкечириъи кими эениш тятбиг сащясиня 
малкидир [1,2], GeSe2 ися  эениш гадаьан олун- 
муш золаьа малик йарымкечириъи олуб, йцксяк 
фотощяссаслыьы иля фярглянир [3,4]. HgTe вя GeSe2 
мцвафиг олараг 943 вя 1013 К температурда 
парчаланмадан ярийирляр.  
 Ишин мягсяди HgTe-GeSe2 системиндя 
HgTe ясасында ямяля эялян бярк мящлулларын 
физики хассяляринин тядгигиндян ибарятдир. 
(HgTe)1-x(GeSe2)x  яринтиляри бинар HgTe вя GeSe2 
бирляшмяляриндян истифадя етмякля щавасы 
чыхарылмыш кварс ампулаларда синтез 
олунмушдур. Синтез баша чатдыгдан сонра  
яринтиляр 400 К-дя бир щяфтя щомоэен- 
ляшдирилмишдир. 

HgTe-GeSe2 системинин щал 
диаграмындан эюрцндцйц кими [5], системдя 
HgTe ясасында 17 мол%, GeSe2 ясасында  ися 10 
мол% бярк мящлул ямяля эялир. HgTe ясасында  

бярк мящлулларын кичик  гадаьан олунмуш золаьа 
малик материал кими эениш тятбиг сащясини нязяря 
алыб, (HgTe)1-x(GeSe2)x бярк  мящлулларынын 
фотокечириъилийинин тяdгигини ваъиб щесаб едирик. 
Гейд етмяк лазымдыр ки,  бцтцн оптики тядгигат 
ишляри Бриъман-Стокбарэер методу иля алынмыш 
монокристал  цзяриндя апарылмышдыр. Бу мягсядля 
тяркиби х=0.02; 0.05; 0.07 вя 0.12  олан 
тяркиблярин истигамятлянмиш кристаллашма методу 
иля монокриатллары алынмышдыр. Монокристалларын 
щамысы кубик гурулушлу (сфалерит типли) олмушдур. 
 Бярк мящлулларын Щолл еффектинин Рх вя 

сярбяст електронларын Щолл йцрцклцйцнцн н  типик 
температур асылылыьы 1-ъи шякилдя (мцвафиг олараг 
1-ъи вя 2-ъи  яйриляр) эюстярилмишдир. 
 Щомоэенляшмядян сонра Щолл еффектинин 
вя йцрцклцйцнцн  температур асылылыглары да 
шяк.1-дя (мцвафиг олараг 3 вя 4-ъц яйриляр) 
эюстярилмишдир. Шякилдян эюрцндцйц кими, 
щомоэенляшдирмя  сярбяст електронларын йцкда- 

шыйыъыларынын гиймятиня тясир едир (30 дяфя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фотоъяряйанын спектрал пайланмасынын 

максимуму (Тмак) 2–9 интервалында йерляшир. 
Фотощяссаслыьын максимумунда (юлчмяляр 
щелиум-неон лазери иля  щяйяъанландырмагла 
апарылмышдыр) 10–100 мв/вт интервалында дяйишир. 

Фотокечириъилийин максимумунун мах vəziyyəti 

температур асылылыьында (HgTe)1-x(GeSe2)x бярк 

мящлуллары цчцн тэ≅0.2 еВ олуб, 1.5.10-4 е/дяряъя 
ямсалы иля тяйин олунур. 
 (HgTe)1-x(GeSe2)x бярк мящлуллары цчцн 
фотокечириъилийин вя фотомагнит еффектинин типик 
температур асылылыглары шякил 2-дя верилмишдир. 

 

Шякил 1. (HgTe)1-x(GeSe2)x бярк 
мящлулларынын щомоэенляшмяйя 
гядяр (1,2) вя ондан сонра (3,4) 
Щолл еффектинин  вя йцрцклцйцн 
температур асылылыьы. 
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          Шякилдян эюрцндцйц кими х=0.002 тяркибли 

монокристалда (HgTe)0.98(GeSe2)0.02 (Еэ = 0.2 
еВ) фотокечириъилийин вя фотомагнит еффектлярин 
гиймятляри мяхсуси кечириъилик сащясиндя 
температурдан асылы олараг кяскин дяйишир. Буну 
биз  йцкдашыйыъыларын н0 вя онларын йашама 

мцддятининн нязяри вя тяърцби гиймятлярини 
х=0.002 монокристалларын мяхсуси кечириъилик 
сащясиндя температур асылылыглары иля дя сцбут 
едирик (шяк.3). Гейд етмяк лазымдыр ки, 
фотокечириъилийин вя фотомагнит  еффектинин ишыг 
характеристикалары щямишя хятти характерли 
олмушдур, яксиня, щяйяъанланма  сявиййяси ися 
ашаьы олмушдур. 300 К температурда сярбяст 
електронларын йашама мцддяти н0-нин 

гиймятиндян асылы олараг адятян 10-710 сан 
интервалында йерляшир. 
 Чох кичик гадаьан олунмуш золаьа 

малик йарымкечириъилярдя (tg<0.3 eV)  300 К 

температура йахын  температурда йцкдашыйыъы- 
ларын ян мцмкцн рекомбинасийа  механизми 
шцаланма вя зоналар арасы зярбя реком- 
бинасийасы, щямчинин дя локал мяркязлярдя  зярбя 
рекомбинасийасы тяшкил едир. Бу механизмлярдян 
щяр биринин йцкдашыйыъыларын температурдан вя 
щяйяъанланма  дяряъясиндян асылы олараг юзцня 
мяхсус хцсусиййятляри вардыр. Тяърцби алынмыш 
мялуматлара эюря 300 К температурда (HgTe)1-

x(GeSe2)x (х=0.02)  материалында мяхсуси кечири- 

ъилик цчцн н нязяри щесабламайа йахын олуб 10-8 
сан тяшкил едир. 
 Гейд етмяк лазымдыр ки, фотомагнит 
еффектинин анализи цчцн нцмунянин галынлыьыны, 

екранлашдырма еффектинин узунлуьуну (Ie), 
диффузийанын (Id) еффектин узунлуьуну  вя ишыьын 
удулма дяринлийини (1/К: К – удулма ямсалыны 
эюстярир) билмяк  зяруридир. Бу гиймятляри 
(HgTe)0.08(GeSe2)0.02  монокристалы цчцн 

эюстяrək.  Ie кямиййяти йцкдашыйыъыларын н0 ≅10
17

 

см-3 гиймятиндя 10-6 см кечмир, мяхсуси 

кечириъилик  sahəsində к кямиййяти 104 см-1, 

биполйар йахынлашмада п=102 см2/В сан вя н = 

п=10-8 сан олдугда Id=10-4 см тяшкил едир, 

башга сюзля,  Id=d вя k d1 олур.  Сонунъу нисбят 
щяр щансы дягиг мигдары щесабламалар апармаьа 
имкан вермир, бу щалда сющбят йалныз кейфиййят 
гануна уйьунлуглардан эедя биляр. 

1) Id>d нисбяти юдянилир; сятщ 
рекомбинасийасынын сцряти бюйцк олуб, 
йцкдашыйыъыларынын стасионар  йашама мцддятинин 

еф гиймятини тяйин едир. Яэяр бу белядирся, онда  
нцмунянин бойу изафи гатылыьын пайланмасы 
гаранлыг сятщдя  ясасян пайланма сцряти иля тяйин 
олунур. С-ин гиймятини тапмаг цчцн 
йцкдашыйыъыларын еффектив йашама мцддтяи вя 
фотомагнит еффектини фотокечириъилийин компенса- 
сийасына нисбятиня ясасян тапмаг олар: 
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бурада н – йцкдашыйыъыларын щяъми йашама 

мцддятини; фк – фотокечириъилийи; Ifml – фото- 

магнит еффектини, I – нцмунянин узунлуьуну; Щ 
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Шякил 2. If вя Ifm-нин температур 

асылылыьы (а) вя 1/-нун йцк- 
дашыйыъыларын гатылыьындан мяхсуси  
кечириъилик сащясиндя асылылыьы (б). 
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Шякил 3. н0 вя н-нин температур 

асылылыглары  (тяърцби): н вя и-нин  
(HgTe)1-x(GeSe2)x бярк мящлуллары цчцн 
нязяри  щесабланмыш гиймятляри. 
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– магнит сащясинин эярэинлийини; Ъ – вакуумда  
ишыьын сцрятини эюстярир. 
 Йухарыдакы  дцстурла тяйин олунмуш С 
кямиййятинин гиймяти мцвафиг олараг 5.103 вя 
105 – 106 см/сан тяшкил  едир. С-ин гиймятиндя 
беля бюйцк кянарачыхмалар тяърцбядя 1-ъи 
мцддяанын юзцнц  доьрултмадыьыны эюстярир. 
 2) Id<d диффузийа узунлуьу, сятщ 
рекомбинасийасынын сцряти ъидди рол ойнамыр. Бу 
щал  даща реал щесаб олуна биляр. 
Йцкдашыйыъыларын рекомбинасийасынын анализи 
х=0.02 тяркибли бярк мящлул цчцн даща ятрафлы 
анализ олунмушдур. Фотокечириъилик вя 
фотомагнит еффекти цзря  тяърцбялярин нятиъяляри 
рекомбинасийанын зоналарарасы зярбя механизми 
иля ятрафлы ищаз олуна биляр. Бу щалда: 

а) фотокечириъилик биполйардыр, н=п; фото- 
кечириъилик вя фотомагнит еффектинин  температур 
асылылылглары идентик олмалыдыр (шяк. 2 а). 

1) електронларын йашама мцддяти н  н
x

0


; 

бурада а2. Беля асылылыг щягигятян мяхсуси 
кечириъилик областында  юдянилир (шяк. 2 б, 1-ъи 
яйри); ъ) ашаьы щяйяъанланма сявиййясиндя лцкс-
ампер характеристика хятти характерлидир. 

2) н-нин гиймяти мяхсуси областда мцхтялиф 
тяркибляр цчцн уйьун эялир. 
 Беляликля, илк дяфя олараг (HgTe)1-

x(GeSe2)x тяркибли бярк мящлулларын 
фотокечириъилийинин спектрал  асылылыглары юйрянилмиш 
вя онларын йцксяк фотощяссаслыьа малик олмалары 
мцяййян едилмишдир. 
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ФОТОПРОВОДИМОСТЬ И ФОТОМАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  

В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ (HgTe)1-x(GeSe2)x 

 

А.Ч.Мирзоев 

 

Впервые изучено фазовое равновесие и построена диаграмма состояния системы HgTe-

GeSe2. Установлено образование твердых растворов на основе HgTe 17 мол.%. Изучение 

электрофизических свойств твердых растворов (HgTe)1-x(GeSe2)x  показало, что они 

являются фоточувствительными материалами с шириной запрещенной зоны Е=0,2–0,4 

эВ.  

 

PHOTOCONDUCTIVITY AND PHOTOMAGNETIC ELECTRICAL EFFECT 

 IN SOLID SOLUTIONS (HgTe)1-x(GeSe2)x 

 

A.Ch.Mirzoyev 

 

For the first time a phase equilibrium has been studied and a state diagram of HgTe-GeSe2 

system plotted. Formation of solid solvents established on the basis of HgTe 17 mol%. Research 

into electrophysical  properties of solid solvents (HgTe)1-x(GeSe2)x  showed that they are photo 

sensitive  materials with the width of prohibited zone  as Е=0,2–0,4 eV. 


